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BF237

45V / 30mA / 250mW
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OEM: Texas Instruments Transistor BF237 Datasheet

YPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Gehéuse

8F237, BF238
3esonders geeignet fir AM-/FM-ZF-Verstarker
Eingangsstufen im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich
Anwendungen in Vor-, Misch- und Oszillatorstufen
Mechanische Daten
Mafe in mm “Silect pin circle ”
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1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lottemperaturen,
ghne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist licht-
unempfindlich.

Absolute Grenzwerte

. Kollektor-Basis-Spannung 45V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V
Emitter-Basis-Spannung 4V
Kollektor-Dauerstrom 30 mA
Maximale Verlustleistung bei Ty = 25 °C (Bem. 2) 250 mW
Lagertemperatur —55°C bis +150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse (10 5 Dauer) 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei oftener Basis.
2. Fallt linear bis zur Umgebungstemperatur von 125 °C ab; Ableitungskonstante 2,5 mW.,

* Schutzmarke von Texas Instruments
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1
Elekirische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Priifbedingungen BF237 BF238 Einh,
Min typ max min ftyp max
Umryceo  lo=100uA, lg =10 45 45
Umriceo lg=TmA, Ip=0 30 0
Uisr)EBO g = 100 pA, Ig=10 4 4
loBo Ucpg =20V, lIg=10 100 100 nA
Uep =20V, Ig =10, Ty =8°C 10 10 7.1
hie Ve =10V, la=1mA, f=1kHz 30 60
Unge Uegs =10V, lIg=TmA 0,76 0,76 W
Ucesaty Ig =10 mA, Ip=1mA 0,25 02 Vv
1/gz220 Ugg = 10V, lg = 1 mA, f= 470 kHz 120 120 kR
Upg = 10V, Ig = 1 mA, f=10,7 MHz 80 a0 k2
—Cyo,¢ Ugp = 10V, Ig = 1mA, f= 10,7 MHz (Bem. 2) 0,31 0,31 oF
Vierpolkoeffizienten (BF237)
UCB—“JV. Fc-1l‘!‘l.ﬁ., = mkHZ
gi1e = 0,26 m3 gzze = 6,5 13 | Ya1e| = 33 m3 | Yizel = 0,97 u5
biie = 30 p5 baze = 4 pS —paie = 0" —pize = N0°
Ci1e= 9,6 pF Caze = 13 pF
Ucg=10V, lg=1maA, §f=10,7 MHz
Qrie = 0.4 m3 geze = 7.0 1S | Yz1e]| = 33 m3 | Y1ze | = 20,5 &5
bi1e = 0,66 m5 bgze = 85 mS —pore = 4° —pige = 907
Cile= 9,6 pF Caae = 1.3 pF
Bemerkung:

2. Mit Abschirmung —Cis2e = 0,25 pF.
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